2012/168040 A1 |1 000 00RO

S
=

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG
(19) Weltorganisation fiir geistiges

Eigentum gl YO0 T A O O
/

Internationales Biiro
(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

A\

(43) Internationales

Veroffentlichungsdatum WIPO | PCT WO 2012/168040 A1
13. Dezember 2012 (13.12.2012)

(51) Internationale Patentklassifikation: AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
HO1L 33/62 (2010.01) HO11L 33/48 (2010.01) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
HO11L 33/00 (2010.01) HOIL 25/075 (2006.01) DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

. . ] HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/058921 KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(22) Internationales Anmeldedatum: ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

14. Mai 2012 (14.05.2012) NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, T™M,

(25) Einreichungssprache: Deutsch TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch ZW.

(30) Angaben zur Prioritiit: (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
102011 103 4122 6. Juni 2011 (06.06.2011) DE jede verﬁligbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS RU, TJ, TM), europédisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
GMBH [DE/DE]; Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg (DE). CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT

LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (rnur fiir US): HERRMANN,
Siegfried [ DE/DE]; Hauptstr. 24, 94362 Neukirchen (DE).

(74) Anwalt  EPPING  HERMANN  FISCHER Y croffentlicht
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH; — mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
Ridlerstr. 55, 80339 Miinchen (DE). 3)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(54) Titlee METHOD FOR PRODUCING AN OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT AND SUCH A
SEMICONDUCTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITERBAUELEMENTS
UND DERARTIGES HALBLEITERBAUELEMENT

6
FIG 14 S

//////////// 77777777

N TR AN AT AT A A \\\\\\\\\\\&1\4

5

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor component, in which a carrier substrate (2) is
provided which has a mounting area (2a) and a cut-out (2b), which is formed in the mounting area (2a) of the carrier substrate (2).
Following the mounting of a semiconductor chip (1), an electrically insulating layer (4) is applied to the carrier substrate (2) in such
a way that the electrically insulating layer (4) completely fills the first cut-out (2b) in the carrier substrate (2). A second cut-out (4a)
is formed in the electrically insulating layer (4). An electrically conductive layer (5) is then applied to the electrically insulating layer
(4) in such a way that the second cut-out (4) is filled with the electrically conductive layer (5) as a through contact. The invention
further relates to a semiconductor component produced in this way.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelements angegeben, bei dem ein Trégersubstrat
(2) bereitgestellt wird, das einen Montagebereich (2a) und eine Aussparung (2b) aufweist, die im Montagebereich (2a) des
Tragersubstrats (2) ausgebildet ist. Nach Montage eines Halbleiterchips (1) wird eine elektrisch isolierende Schicht (4) auf dem
Tréagersubstrat (2) derart aufgebracht, dass die elektrisch isolierende Schicht (4) die erste Aussparung (2b) des Trégersubstrats (2)
vollstandig austiillt. Eine zweite Aussparung (4a) wird in der elektrisch isolierenden Schicht (4) ausgebildet. Anschliefend wird eine
elektrisch leitende Schicht (5) auf der elektrisch isolierenden Schicht (4) derart aufgebracht, dass die zweite Aussparung (4a) als
Durchkontaktierung mit der elektrisch leitenden Schicht (5) ausgefiillt ist. Weiter wird ein derart hergestelltes Halbleiterbauelement
angegeben.
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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen

Halbleiterbauelements und derartiges Halbleiterbauelement

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines
optoelektronischen Bauelements, das ein Tragersubstrat und
einen Halbleiterchip umfasst. Weiter betrifft die vorliegende
Erfindung ein derartiges optoelektronisches

Halbleiterbauelement.

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen mit diinnen
Halbleiterchips, die unter anderem eine einseitige
elektrische Kontaktierung aufweisen, sind exakte
Justageprozesse notwendig, um die Halbleiterchips auf
Tragersubstraten zu montieren. Dabei ist beispielsweise bei
einem Halbleiterchip, der eine ringfdrmige Isolation zwischen
p- und n-Kontaktbereich des Halbleiterchips aufweist, der
ringférmige Bereich freistehend und mechanisch von dem
Tragersubstrat nicht unterstitzt. Ein derartiger mechanisch
nicht unterstiitzter Bereich zur Kontakttrennung der
einseitigen elektrischen Kontaktierung fihrt nachteilig zu
einer geringeren mechanischen Stabilitat und somit zur
Anfalligkeit von Beschadigungen durch externe mechanische

Einfliisse.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Herstellungsverfahren anzugeben, das die oben genannten
Nachteile vermeidet, wodurch sich vorteilhafterweise ein
mechanisch stabiles Halbleiterbauelement ergibt, wobei im
Herstellungsverfahren gleichzeitig eine vereinfachte

Chipjustage erméglicht wird.
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Diese Aufgabe wird durch ein Herstellungsverfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Weiter wird diese Aufgabe
durch ein optoelektronisches Halbleiterbauelement mit den
Merkmalen des Anspruchs 12 geldst. Vorteilhafte
Weiterbildungen des Herstellungsverfahrens und des
Halbleiterbauelements sind Gegenstand der abhangigen

Anspriche.

In einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Halbleiterbauelements folgende

Verfahrensschritte:

Al) Bereitstellen zumindest eines Halbleiterchips, der eine

zur Strahlungserzeugung geeignete aktive Schicht aufweist,

A?2) Bereitstellen eines Tragersubstrats, das zumindest einen
Montagebereich flir den Halbleiterchip und zumindest eine
erste Aussparung aufweist, die im Montagebereich des

Tragersubstrats ausgebildet ist,

B) Montieren des Halbleiterchips auf dem Montagebereich des

Tragersubstrats,

C) Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schicht auf der
von dem Halbleiterchip abgewandten Seite des Tragersubstrats
derart, dass die elektrisch isolierende Schicht die erste

Aussparung des Tragersubstrats vollstandig ausfillt,

D) Ausbilden zumindest einer zweiten Aussparung in der
elektrisch isolierenden Schicht, wobei die zweite Aussparung
im Bereich der ersten Aussparung des Tragersubstrats

ausgebildet wird, und
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E) Aufbringen einer elektrisch leitenden Schicht auf der wvon
dem Tragersubstrat abgewandten Seite der elektrisch
isolierenden Schicht derart, dass die elektrisch leitende
Schicht die zweite Aussparung der elektrisch isolierenden

Schicht als Durchkontaktierung ausfillt.

Das Herstellungsverfahren ermdglicht vorteilhafterweise eine
vereinfachte Chipjustage und eine mechanisch ganzfldchige
Unterstiitzung des Halbleiterchips durch das Tragersubstrat
und der elektrisch isolierenden Schicht. Insbesondere wird
die erste Aussparung des Tragersubstrats mit der elektrisch
isolierenden Schicht geftillt und dient so zur mechanischen
Unterstiitzung des Halbleiterchips. Zum Herstellen eines
elektrisch leitenden Kontakts durch die elektrisch
isolierende Schicht findet die zweite Aussparung Verwendung,
durch die die elektrisch leitende Schicht gefithrt ist.
Vorteilhafterweise konnen die Genauigkeitsanforderungen bei
der Chipjustage, also bei der Anordnung des Halbleiterchips
auf dem Montagebereich des Tragersubstrats, reduziert werden,
da die Kontaktdurchfihrung durch das Tragersubstrat
vollstandig mit der elektrisch isolierenden Schicht unterlegt
ist. Flir einen derartigen Herstellungsprozess kdnnen
vorteilhafterweise groRere Substrate als herkdmmlicherweise
verwendet werden, die vorzugsweise zudem aus einem
kostenglinstigen Material gebildet sein konnen. Aufgrund der
elektrisch isolierenden Schicht ist weiter eine gute externe

thermische Ankopplung des Halbleiterbauelements mdglich.

Die Verfahrensschritte Al) und A2) kodnnen parallel oder
nacheinander durchgefiihrt werden. AnschlieRend erfolgen die
Verfahrensschritte B) bis E) in der beanspruchten

Reihenfolge.
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Nach Durchlaufen der Verfahrensschritte A) bis E) ist der
Halbleiterchip auf einem Trager angeordnet, der gebildet wird
durch das Tragersubstrat, durch die elektrisch isolierende
Schicht und durch die elektrisch leitende Schicht.
Insbesondere erstreckt sich die elektrisch isolierende
Schicht auf der von dem Halbleiterchip abgewandten Seite des
Tragersubstrats in lateraler Richtung. Ebenso erstreckt sich
die elektrisch leitende Schicht auf der von dem
Tragersubstrat abgewandten Seite der elektrisch isolierenden
Schicht in lateraler Richtung. Der Trager wird somit durch
einen Mehrschichtenaufbau gebildet, wobei die Schichten
jeweils mit Aussparungen und Durchkontaktierungen in

vertikaler Richtung durchzogen sind.

Der Halbleiterchip wird auf den Montagebereich des
Tragersubstrats insbesondere vor dem Aufbringen der
elektrisch isolierenden Schicht in die erste Aussparung
montiert. Weiter erfolgt die Montage des Halbleiterchips auf
den Montagebereich des Tragersubstrats insbesondere vor dem
Ausbilden der zweiten Aussparung in die elektrisch
isolierende Schicht. Mit anderen Worten kann der
Halbleiterchip mit dem Montagebereich und/oder der
Durchkontaktierung des Tragersubstrats zumindest stellenweise
im direkten Kontakt stehen, wobei der Montagebereich des
Tragersubstrats frei von der elektrisch isolierenden Schicht

und der elektrisch leitenden Schicht ist.

Die elektrisch leitende Schicht fillt vorzugsweise die zweite
Aussparung der elektrisch isolierenden Schicht vollstédndig
aus. Die erste Aussparung des Tragersubstrats ist somit mit
der elektrisch isolierenden Schicht und die zweite Aussparung

vollstandig mit der elektrisch leitenden Schicht gefillt,
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sodass das Tragersubstrat eine ebene und planare Hauptflédche

aufweist, die den Montagebereich umfasst.

Das Halbleiterbauelement ist ein optoelektronisches
Bauelement, das die Umwandlung von elektrisch erzeugten Daten
oder Energien in Lichtemission ermdglicht oder umgekehrt.
Beispielsweise ist der optoelektronische Halbleiterchip ein
strahlungsemittierender Halbleiterchip, beispielsweise eine

LED.

Die aktive Schicht des Halbleiterchips enthalt vorzugsweise
einen pn-Ubergang, eine Doppelheterostruktur, eine
Einfachquantentopfstruktur (SQW, single gquantum well) oder
eine Mehrfachquantentopfstruktur (MQW, multi quantum well)
zur Strahlungserzeugung. Die Bezeichnung Quantentopfstruktur
entfaltet hierbei keine Bedeutung hinsichtlich der
Dimensionalitat der Quantisierung. Sie umfasst unter anderem
Quantentroge, Quantendradhte und Quantenpunkte und jede

Kombination dieser Strukturen.

Der Halbleiterchip setzt sich vorzugsweise aus einer
epitaktisch aufgewachsenen Halbleiterschichtenfolge zusammen,
die die aktive Schicht enthalt. Die Halbleiterschichten der
Halbleiterschichtenfolge enthalten vorzugsweise ein III/V-
Halbleitermaterial. III/V-Halbleitermaterialien sind zur
Strahlungserzeugung im ultravioletten, iUber den sichtbaren
bis in den infraroten Spektralbereich besonders geeignet. Der
Halbleiterchip kann ein Aufwachssubstrat umfassen, auf dem
die Halbleiterschichtenfolge im Herstellungsverfahren

aufgewachsen worden ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der

Halbleiterchip auf der dem Tragersubstrat zugewandten Seite
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zwel voneinander elektrisch isolierte elektrische
Kontaktbereiche auf, wobei die erste und die zweite
Aussparung in einem in einer vertikalen Richtung benachbarten

Bereich zu einem der zwei Kontaktbereiche ausgebildet wird.

Einer der elektrischen Kontaktbereiche des Halbleiterchips
ist demnach in vertikaler Richtung iiber der ersten und
zwelten Aussparung angeordnet. Durch die Aussparungen kann so
eine Durchkontaktierung der elektrisch leitenden Schicht zu
diesem Kontaktbereich des Halbleiterchips gefihrt sein. Der
zweite Kontaktbereich des Halbleiterchips kann beispielsweise
Uiber das Tragersubstrat elektrisch kontaktiert sein, das von
der elektrisch leitenden Schicht mittels der elektrisch
isolierenden Schicht vollstédndig elektrisch getrennt ist.
Alternativ kann der zweite Kontaktbereich ebenfalls mittels
einer Durchkontaktierung durch den Trager elektrisch

kontaktierbar sein.

Der Halbleiterchip weist somit eine einseitige Kontaktierung
auf. Die von dem Tragersubstrat abgewandte Seite des
Halbleiterchips weist damit keinen elektrischen
Kontaktbereich auf, sodass durch diese Seite eine effiziente
Strahlungsauskopplung erzielt wird, wobei so mit Vorteil

keine Abschattungs- oder Absorptionseffekte auftreten.

Die einseitige Kontaktierung auf der dem Tragersubstrat
zugewandten Seite des Halbleiterchips kann beispielsweise
mittels eines ringformigen Kontakts erzeugt sein.
Beispielsweise findet hierbei eine ringfdrmige Isolation
zwischen einem p- und einem n-Kontaktbereich des

Halbleiterchips Verwendung.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird ein Durchmesser
der zweiten Aussparung kleiner ausgebildet als ein
Durchmesser der ersten Aussparung. Durch die kleinere
Ausgestaltung der ersten Aussparung kann eine verbesserte
mechanische, ganzfldchige Unterstiitzung des Halbleiterchips
durch den Trager gewdhrleistet werden. Die zweite Aussparung
ist dabei punktuell gedffnet, sodass lediglich ein geringer
zentraler Bereich der ersten Aussparung nicht mit der
elektrisch isolierenden Schicht ausgefiillt ist und so
lediglich ein kleiner BRereich nicht zur mechanischen
Unterstiitzung des Halbleiterchips beitrédgt. Durch die
Unterlegung der ersten Aussparung mit der elektrisch
isolierenden Schicht kénnen mit Vorteil zudem die
Genauigkeitsanforderungen bei der Chipjustage reduziert

werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weisen die erste
Aussparung einen Durchmesser von wenigstens 70 um und
hdéchstens 90 um und die zweite Aussparungen einen Durchmesser
von wenigstens 10 um und hochstens 30 pum auf. Die erste

Aussparung ist somit mehr als doppelt so grol wie die erste

Aussparung.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform wird die zweite
Aussparung zumindest teilweise in der ersten Aussparung
ausgebildet. Die zweite Aussparung fiihrt demnach zumindest
teilweise durch die erste Aussparung. So kann eine
Durchkontaktierung aus Material der elektrisch leitenden
Schicht von der von dem Halbleiterchip abgewandten Seite des
Tragersubstrats zum Kontaktbereich des Halbleiterchips

erzeugt werden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird die
Durchkontaktierung punktfdrmig ausgebildet. Insbesondere wird
die zweite Aussparung so klein wie mdglich ausgebildet,
sodass eine moglichst groBe mechanische Unterstiitzung des
Halbleiterchips durch den Trager gewdhrleistet wird. Die
zwelte Aussparung ist dabei derart groll ausgebildet, dass
eine ausreichende elektrisch leitende Verbindung der
elektrisch leitenden Schicht zu einem der Kontaktbereiche des

Halbleiterchips erzeugt wird.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform wird nach dem
Verfahrensschritt E) die elektrisch leitende Schicht
strukturiert. Beigspielsweise ist unter jedem der
Kontaktbereiche des Halbleiterchips eine erste und eine
zwelite Aussparung angeordnet, wobei die elektrisch
isolierende Schicht in jeder ersten Aussparung und die
elektrisch leitende Schicht in jeder zweiten Aussparung als
Durchkontaktierung ausgebildet sind. In diesem Fall wird die
elektrisch leitende Schicht derart strukturiert, dass die
Durchkontaktierungen mittels der Strukturierung elektrisch

voneinander isoliert sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Herstellungsverfahren nach dem Verfahrensschritt E) einen
oder mehrere der weiteren Verfahrensschritte:

- Aufrauen einer Auskoppelfldche des Halbleiterchips, die dem
Tragersubstrat gegenliberliegt,

- Aufbringen einer Konverterschicht und/oder einer
Passivierungsschicht auf der dem Tragersubstrat
gegeniiberliegenden Seite des Halbleiterchips, und/oder

- Dinnen oder vollstandiges Abldsen eines Aufwachssubstrats

des Halbleiterchips.
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Die Konverterschicht ist dabei vorzugsweise dazu geeignet,
eine von dem Halbleiterchip emittierte Strahlung in Strahlung

einer anderen Wellenladnge umzuwandeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird in den
Verfahrensschritten Al) und A2) eine Mehrzahl wvon
Halbleiterchips bereitgestellt, wobei das Tragersubstrat eine
Mehrzahl von Montagebereichen flir die Halbleiterchips und
eine Mehrzahl von ersten Aussparungen aufweist. Im
Verfahrensschritt B) wird Jjeweils einer der Halbleiterchips
auf jeweils einem der Montagebereiche angeordnet. Im
Verfahrensschritt D) wird eine Mehrzahl von zweiten
Aussparungen in der elektrisch isolierenden Schicht
ausgebildet, wobei jeweils eine der zweiten Aussparungen im
Bereich jeweils einer der ersten Aussparungen des

Tragersubstrats ausgebildet werden.

Vorliegend wird somit ein Halbleiterbauelement hergestellt,
das eine Mehrzahl von Halbleiterchips umfasst, die mittels
Durchkontaktierungen durch das Tragersubstrat elektrisch
leitend verbindbar sind. Jeder der Halbleiterchips wird dabei
zur mechanischen Chipunterstiitzung mittels der elektrisch

isolierenden Schicht unterlegt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird nach dem
Verfahrensschritt E) anschlieBend das Halbleiterbauelement zu
einzelnen Halbleiterchips und/oder zu Halbleiterchip-Modulen
vereinzelt. Als Halbleiterchip-Modul wird insbesondere ein
Modul angesehen, das eine Mehrzahl von Halbleiterchips
umfasst, die beispielsweise serienverschaltet miteinander

sind.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform werden im
Verfahrensschritt B) die Halbleiterchips mit einem Pick-and-
Place-Verfahren auf den Montagebereichen des Tradgersubstrats
aufgebracht. Durch die Unterlegung der ersten Aussparung mit
der elektrisch isolierenden Schicht sind dabei mit Vorteil
geringere Genauigkeitsanforderungen bei der Chipjustage

notwendig.

Die Aussparungen im Tragersubstrat und/oder in der elektrisch
isolierenden Schicht werden beispielsweise mittels eines
gesteuerten Lasers erzeugt. Zum Ausbilden der
Durchkontaktierung in der zweiten Aussparung wird
beispielsweise die elektrisch isolierende Schicht mit einer
Metallschicht hinterlegt, wobei die Durchkontaktierungen
galvanisch mit den Kontaktbereichen des Halbleiterchips

hergestellt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement zumindest einen
Halbleiterchip und ein Tragersubstrat, wobei der
Halbleiterchip eine zur Strahlungserzeugung geeignete aktive
Schicht aufweist. Das Tragersubstrat weist zumindest einen
Montagebereich flir den Halbleiterchip und zumindest eine
erste Aussparung auf, die im Montagebereich ausgebildet ist.
Der Halbleiterchip ist auf dem Montagebereich des
Tragersubstrats angeordnet. Auf der von dem Halbleiterchip
abgewandten Seite des Tragersubstrats ist eine elektrisch
isolierende Schicht aufgebracht, die die erste Aussparung des
Tragersubstrats ausfiillt. Eine zweite Aussparung ist in der
elektrisch isolierenden Schicht im Rereich der ersten
Aussparung des Tragersubstrats ausgebildet. Eine elektrisch
leitende Schicht ist auf der von dem Tragersubstrat

abgewandten Seite der elektrisch isolierenden Schicht
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angeordnet, wobei die elektrisch leitende Schicht die zweite
Aussparung der elektrisch isolierenden Schicht als

Durchkontaktierung ausftllt.

Der Halbleiterchip des Bauelements weist somit eine
einseitige Chipkontaktierung auf, die dem Tragersubstrat
zugewandt ist. Die Durchkontaktierungen durch das
Tragersubstrat und die elektrisch isolierende Schicht
ermdglichen dabei die elektrische Kontaktierung des
Halbleiterchips. Vorzugsweise weist das Tragersubstrat
zumindest zweil erste Aussparungen auf, die jeweils unter
einem der Kontaktbereiche des Halbleiterchips angeordnet
sind. Die elektrisch isolierende Schicht weist dabei
vorzugsweise zwei zweite Aussparungen auf, die jeweils in
einer der ersten Aussparungen angeordnet sind. Die zweiten
Aussparungen sind dabei jeweils vollstandig mit Material der

elektrisch leitenden Schicht ausgefillt.

Die in Verbindung mit dem Herstellungsverfahren angefiihrten
Merkmale finden auch im Zusammenhang mit dem

Halbleiterbauelement Verwendung und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die dem
Halbleiterchip zugewandte Seite des Tragersubstrats frei von
der elektrisch isolierenden Schicht. Auf der dem
Halbleiterchip zugewandten Seite des Tragersubstrats ist dann
kein Material der elektrisch isolierenden Schicht angeordnet.
Die dem Halbleiterchip zugewandten Seite des Tragersubstrats
ist also weder durch das Material der elektrisch isolierenden
Schicht verunreinigt, bedeckt oder weist Spuren des
elektrisch isolierenden Materials auf. Das heiBt, der
Halbleiterchip kann insbesondere ohne vorhergehende Reinigung

und/oder Entfernung des elektrisch isolierenden Materials auf
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das Tragersubstrat montiert werden. Der Halbleiterchip steht

mit dem Tragersubstrat im direkten Kontakt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist das Tragersubstrat
eine Metallfolie oder eine Folie aus Keramik. Als Metallfolie

kann beispielsweise eine Molybdanfolie Verwendung finden.

Das Tragersubstrat wird vorzugsweise rickseitig mit der
elektrisch isolierenden Schicht Uberzogen, wobei die
elektrisch isolierende Schicht dabei die ersten Aussparungen
des Tragersubstrats vollstandig auskleiden, sodass der
Halbleiterchip mit seiner ganzen Fl&che mechanisch

unterstitzt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die elektrisch
isolierende Schicht eine Kunststoffschicht, vorzugsweise eine

Kunststofffolie.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform sind das
Tragersubstrat, die elektrisch isolierende Schicht und/oder
die elektrisch leitende Schicht jeweils als Folie

ausgebildet.

In der elektrisch isolierenden Schicht werden beispielsweise
mit einem Laser punktuell zweite Aussparungen gedffnet,
sodass jeweils ein Chipkontaktbereich offen liegt. Dabei wird
nur der Bereich mittelbar unter dem Chipkontaktbereich
gedbffnet, sodass der verbleibende BRereich der ersten
Aussparung des Tragersubstrats weiterhin mit der elektrisch
isolierenden Schicht ausgeftillt ist und so zur mechanischen
Unterstiitzung des Halbleiterchips dient. Die

Durchkontaktierung der elektrisch leitenden Schicht
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gewdhrleistet die externe elektrische Kontaktierung des

Bauelements.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird ein
erfindungsgemales Halbleiterbauelement, das eine Mehrzahl von
Halbleiterchips aufweist, als BRildschirmhinterleuchtung oder
als serienverschaltetes Modul zur Seiteneinkopplung in

Lichtverteilungsplatten verwendet.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit
den Figuren 1 und 2 beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen. Es

zeigen:

Figuren 1A bis 1K jeweils einen schematischen Querschnitt
eines Ausfiihrungsbeispiels eines erfindungsgeméalen

Halbleiterbauelements im Herstellungsverfahren,

Figuren 2A bis 2C jeweils Ausschnitte aus einem
erfindungsgemalien Halbleiterbauelement im

Herstellungsverfahren.

In den Figuren koénnen gleiche oder gleich wirkende
Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen wversehen
sein. Die dargestellten Bestandteile und deren
GroRenverhdltnisse untereinander sind nicht als
maBstabsgerecht anzusehen. Vielmehr kdnnen einzelne
Bestandteile, wie beispielsweise Schichten, Strukturen,
Komponenten und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit
und/oder zum besseren Verstandnis uUbertrieben dick oder grol

dimensioniert dargestellt sein.
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In den Figuren 1A bis 1K sind jeweils Querschnitte eines
Halbleiterbauelements im Herstellungsverfahren dargestellt.
In Figur 1A ist ein Substrat 11 bereitgestellt, auf dem eine
Mehrzahl von Halbleiterchips 1 angeordnet sind. Das Substrat
11 ist vorzugsweise als Folie ausgebildet. Die
Halbleiterchips 1 weisen jeweils eine zur Strahlungserzeugung
geeignete aktive Schicht la auf. Die Halbleiterchips 1 sind
beispielsweise LEDs und weisen vorzugsweise eine einseitige
Kontaktierung auf. Das bedeutet, dass die Halbleiterchips 1
jeweils beide Kontaktbereiche auf derselben Seite aufweisen.
Beispielsweise sind die Kontaktbereiche der Halbleiterchips 1
auf der dem Substrat 11 zugewandten Seite angeordnet. In
diesem Fall weist die von dem Substrat 11 abgewandte Seite
der Halbleiterchips 1 keine Kontaktbereiche auf. Diese Seite
ist demnach zur Strahlungsauskopplung geeignet, wobei
Absorptionsverluste in beispielsweise den Kontaktbereichen

auf dieser Seite so vermieden werden konnen.

Parallel oder nachfolgend wird ein Tragersubstrat 2
bereitgestellt, wie in Figur 1B dargestellt. Das
Tragersubstrat 2 weist zumindest einen Montagebereich 2a fir
zumindest einen Halbleiterchip 1 auf. Zudem weist das
Tragersubstrat 2 zweil erste Aussparungen 2b auf, die im
Montagebereich 2a des Tragersubstrats 2 ausgebildet sind. Das
Tragersubstrat 2 weist vorzugsweise ein thermisch an das
Material des Halbleiterchips angepasstes Material auf.
Beispielsweise ist das Tragersubstrat 2 eine Molybdanfolie
oder ein AlyOz-Keramiksubstrat. Bevorzugt ist das
Tragersubstrat 2 als Folie ausgebildet. Die ersten
Aussparungen 2b im Tragersubstrat 2 werden beispielsweise
mittels einer Laseraufbohrung, Atzung oder mittels eines

Stanzprozesses hergestellt.



10

15

20

25

30

WO 2012/168040 PCT/EP2012/058921

Auf das Tragersubstrat 2 wird im anschlielRenden
Verfahrensschritt eine Lotschicht 3 aufgebracht, wobei die
ersten Aussparungen 2b ebenfalls ausgespart werden (siehe
Figur 1C). Die Lotschicht 3 weist beispielsweise als Material
ein Metall oder eine Metalllegierung auf, das fiir einen

Lotprozess geeignet ist.

Im anschlieRBenden Verfahrensschritt wird, wie in Figur 1D
dargestellt, der Halbleiterchip 1 von dem Substrat 11
abgeldst und auf den Montagebereich des Tragersubstrats 2
aufgebracht. Zum Montieren des Halbleiterchips 1 wird dieser
auf dem Montagebereich des Tragersubstrats 2 aufgeldtet. Die
ersten Aussparungen 2b sind dabei vertikal unterhalb des
Halbleiterchips 1 angeordnet. Insbesondere ist jeweils eine
erste Aussparung 2b in jeweils einem Kontaktbereich des
Halbleiterchips 1 ausgebildet. Unterhalb bedeutet
insbesondere, dass die erste Aussparung 2b jeweils in
vertikaler Richtung benachbart zum Halbleiterchip 1
ausgebildet ist. Das Ubertragen des Halbleiterchips 1 von dem
Substrat 11 auf das Tragersubstrat 2 erfolgt beispielsweise

mittels eines Pick-and-Place-Verfahrens.

Wie in Figur 1E dargestellt wird anschlieBlend auf der von dem
Halbleiterchip 1 abgewandten Seite des Tragersubstrats 2 eine
elektrisch isolierende Schicht 4 aufgebracht. Die elektrisch
isolierende Schicht wird dabei so aufgebracht, dass die
ersten Aussparungen 2b des Tragersubstrats 2 vollstandig mit
Material der elektrisch isolierenden Schicht 4 ausgefillt
sind. Das Tragersubstrat 2 und die elektrisch isolierende
Schicht 4 bilden demnach auf der dem Halbleiterchip 1
zugewandten Seite eine ebene Hauptfldche aus. Im Bereich der

ersten Aussparungen 2b grenzt die elektrisch isolierende
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Schicht 4 demnach direkt an die Kontaktbereiche des

Halbleiterchips 1 an.

Die elektrisch isolierende Schicht 4 ist vorzugsweise eine
Kunststofffolie, beispielsweise eine Schicht aufweisend
Parylen oder Polymer oder ein RCC-Material. Die elektrisch
isolierende Schicht wird beispielsweise mittels eines

Vakuumlaminierprozesses auf dem Tragersubstrat 2 aufgebracht.

Wie in Figur 1F dargestellt werden anschlieBend zweil zweite
Aussparungen 4a in der elektrisch isolierenden Schicht 4
ausgebildet, wobei die zweiten Aussparungen jeweils in einem
Bereich jeweils einer ersten Aussparung des Tragersubstrats
ausgebildet werden. Die zweiten Aussparungen 4a sind demnach
jeweils in der ersten Aussparung des Tragersubstrats
ausgebildet. Die zweiten Aussparungen 4a fiithren dabei
vollstandig durch die elektrisch isolierende Schicht 4 im
Bereich der ersten Aussparung, sodass jeweils die
Kontaktbereiche des Halbleiterchips 1 von der elektrisch
isolierenden Schicht zumindest teilweise freigelegt sind. In
der elektrisch isolierenden Schicht werden punktuell die
zwelten Aussparungen so ausgebildet, dass nur jeweils der
Kontaktbereich des Halbleiterchips zum Vorschein kommt. Das
Offnen erfolgt beispielsweise mit einem gesteuerten Laser,
womit mit Vorteil nur der Bereich unmittelbar unter dem
Halbleiterchipkontaktbereich gedtffnet werden kann. Der
verbleibende Bereich der ersten Aussparung bleibt weiterhin
mit dem Material der elektrisch isolierenden Schicht 4
ausgeflillt und dient so vorteilhafterweise weiter zur

mechanischen Unterstiitzung des Halbleiterchips.
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Ein Durchmesser der zweiten Aussparung 4a ist dabei jeweils
kleiner ausgebildet als ein Durchmesser der ersten Aussparung

des Tragersubstrats.

Das Aufbringen der elektrisch isolierenden Schicht und das
Ausbilden der zweiten Aussparungen in der elektrisch
isolierenden Schicht sind in Zusammenhang mit den Figuren 2A

bis 2C naher erldutert.

Im nadchsten Verfahrensschritt wird, wie in dem
Ausfihrungsbeispiel der Figur 1G dargestellt, eine elektrisch
leitende Schicht 5 auf der von dem Tragersubstrat 2
abgewandten Seite der elektrisch isolierenden Schicht 4
aufgebracht. Die elektrisch leitende Schicht 5 wird dabei so
aufgebracht, dass in den zweiten Aussparungen der elektrisch
isolierenden Schicht 4 Durchkontaktierungen 5b aus Material
der elektrisch leitenden Schicht 5 ausgebildet sind.
Vorzugsweise sind die zweiten Aussparungen vollstandig mit
Material der elektrisch leitenden Schicht 5 ausgefiillt.
Dadurch kann wiederum eine ebene Flache der dem
Halbleiterchip 1 zugewandten Seite des Tragersubstrats 2

erzeugt werden.

Das Tragersubstrat 2, die elektrisch isolierende Schicht 4
und die elektrisch leitende Schicht 5 bilden zusammen einen
Trager fir den Halbleiterchip 1 aus. Die verschiedenen
Schichten 2, 4, 5 des Tragers kdonnen dabei jeweils als Folie
ausgebildet sein. Beispielsweise wird die elektrisch leitende
Schicht 5 aus einem Metallseedlayer gebildet, wobei die
Durchkontaktierungen 5b galvanisch hergestellt werden und so
einen elektrischen Kontakt zu den Kontaktbereichen des

Halbleiterchips 1 ermdglichen.
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Die elektrisch leitende Schicht 5 ist beispielsweise eine

Kupferschicht, vorzugsweise eine Kupferfolie.

Im anschlieRenden Verfahrensschritt wird, wie in Figur 1H
dargestellt, die elektrisch leitende Schicht 5 strukturiert.
Insbesondere wird die elektrisch leitende Schicht 5 in zwei
Bereiche unterteilt, die durch einen Abstand voneinander
raumlich und elektrisch getrennt sind. Jeder Bereich weist
dabei eine Durchkontaktierung auf, sodass die Kontaktbereiche
des Halbleiterchips 1 getrennt voneinander elektrisch
kontaktierbar sind und dabei elektrisch voneinander isoliert
sind. Die Bereiche sind durch die Strukturierung 5a getrennt,

die als Aussparung oder Loch ausgebildet ist.

Zudem wird im Verfahrensschritt der Figur 1H ein
Aufwachssubstrat, auf dem die Halbleiterschichtenfolge des
Halbleiterchips 1 aufgewachsen worden ist und das auf der wvon
dem Tragersubstrat 2 abgewandten Seite des Halbleiterchips 1
aufgebracht ist, vollstandig abgeldst. Der Halbleiterchip 1
ist somit ein Dinnfilmhalbleiterchip. Alternativ kann

lediglich ein Teil des Aufwachssubstrats abgedinnt werden.

In dem Verfahrensschritt zu Figur 1I wird anschlieBend die
von dem Tragersubstrat 2 abgewandten Seite des
Halbleiterchips 1 aufgeraut. Durch diese Aufrauung kann
vorteilhafterweise die Strahlungsauskoppeleffizienz des

Halbleiterchips erhéht werden.

AnschlieBend wird auf die aufgeraute Oberfliche des
Halbleiterchips 1 eine Passivierungsschicht 6 aufgebracht,
wie in Figur 1J dargestellt. Die Passivierungsschicht 6
ermdglicht eine planare Auskoppelfldche des Halbleiterchips

1.
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AnschlieBend kann eine Konverterschicht 7 auf dem
Tragersubstrat 2 und auf dem Halbleiterchip 1 auf der
gegenliberliegenden Seite des Tragersubstrats 2 aufgebracht
werden. Die Konverterschicht 7 wird beispielsweise auf das
Tragersubstrat und den Halbleiterchip auflaminiert. Die
Konverterschicht 7 ist insbesondere geeignet, zumindest einen
Teil der von dem Halbleiterchip 1 im Betrieb emittierten
Strahlung in Strahlung eines anderen Wellenladngenbereichs zu

konvertieren.

Die Verfahrensschritte der Figuren 1A bis 1J kénnen auch fiar
eine Mehrzahl von Halbleiterchips 1 gleichzeitig durchgefilhrt
werden, wie in Figur 1K angedeutet. Dabei werden eine
Mehrzahl wvon Montagebereichen und eine Mehrzahl von ersten
Aussparungen im Verfahrensschritt der Figuren 1B und 1C am
Tragersubstrat bereitgestellt. AnschlieBend wird im
Verfahrensschritt zu Figur 1D jeweils ein Halbleiterchip auf
jeweils einem Montagebereich angeordnet. Jeweils unterhalb
eines Halbleiterchips sind jeweils zwel erste Aussparungen
ausgebildet. Anschlielend werden nach Aufbringen der
elektrisch isolierenden Schicht 4 (wie in Figur 1E gezeigt)
Jjeweils unter jedem Halbleiterchip 2 zweite Aussparungen
ausgebildet, wie in Figur 1F exemplarisch fiir einen
Halbleiterchip dargestellt. AnschlieRend werden eine Mehrzahl
von zweliten Aussparungen in der elektrisch isolierenden
Schicht ausgebildet, die als Durchkontaktierungen mittels der
elektrisch leitenden Schicht 5 ausgefiillt werden, sodass
jeweils ein Halbleiterchip von extern elektrisch

kontaktierbar ist.

Der Verbund aus Halbleiterbauelementen, wie in Figur 1K

dargestellt, kann anschlieBend zu einzelnen Halbleiterchips
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oder zu Halbleiterchip-Modulen vereinzelt werden. Derart
hergestellte Halbleiterbauelemente finden beispielsweise
Verwendung als Bildschirmhinterleuchtung oder als
serienverschaltetes Modul zur Seiteneinkopplung in

Lichtverteilungsplatten.

In den Figuren 2A bis 2C sind die Verfahrensschritte des
Aufbringens der elektrisch isolierenden Schicht und das
Ausbilden der zweiten Aussparung in der elektrisch
isolierenden Schicht 4 ndher dargestellt. Hierbei weist der
Halbleiterchip 1 eine ringfdrmige Kontaktierung auf der dem
Tragersubstrat 2 zugewandten Seite auf. Dabei ist ein
Kontaktbereich 1b des Halbleiterchips 1 von einem zweiten
Kontaktbereich 1lc¢ ringfdrmig umschlossen, wobei zwischen dem
ersten Kontaktbereich 1b und dem zweiten Kontaktbereich 1c
ein ringfdérmig ausgebildeter Abstand ausgebildet ist. Die
erste Aussparung 2b des Tragersubstrats 2 ist in vertikaler
Richtung direkt unterhalb des ersten Kontaktbereichs 1b und
der ringfdérmigen Aussparung ausgebildet. Beispielsweise weist
die erste Aussparung 2b einen Durchmesser Dy von wenigstens

70 pm und héchstens 90 pm auf, wie in Figur 2A dargestellt.

Wie in Figur 2B dargestellt wird anschlieBlend die elektrisch
isolierende Schicht 4 in der ersten Aussparung des
Tragersubstrats 2 angeordnet. Das Material der elektrisch
isolierenden Schicht 4 fillt dabei zudem die ringfdrmige
Aussparung zwischen den Kontaktbereichen des Halbleiterchips
1 aus. Die zweite Aussparung in der elektrisch isolierenden
Schicht 4 ist in vertikaler Richtung direkt unterhalb des
ersten Kontaktbereichs 1lb des Halbleiterchips 1 ausgebildet.
Dabel ist der Durchmesser Dg der zweiten Aussparung 4a
beispielsweise an die Ausdehnung des ersten Kontaktbereichs

lb des Halbleiterchips 1 anpasst. Beispielsweise weist die
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zwelte Aussparung 4a einen Durchmesser Dy von wenigstens 10
um und héchstens 30 pm auf. Die zweite Aussparung ist demnach
kleiner als die erste Aussparung des Tragersubstrats und in

der ersten Aussparung angeordnet.

AnschlieBend wird in der zweiten Aussparung 4a die
Durchkontaktierung mittels des Materials der elektrisch

leitenden Schicht ausgebildet (nicht dargestellt).

In Figur 2C ist eine Unteransicht auf den Halbleiterchip des
Ausfihrungsbeispiels der Figur 2B dargestellt. Der erste
Kontaktbereich 1lb des Halbleiterchips wird von dem Material
der elektrisch isolierenden Schicht 4 ringfdérmig umgeben. Die
elektrisch isolierende Schicht 4 wird wiederum von dem
zweiten Kontaktbereich 1lc¢ des Halbleiterchips umgeben, sodass
die elektrisch isolierende Schicht 4 den ersten
Kontaktbereich 1b und den zweiten Kontaktbereich 1c¢ rdumlich

und elektrisch voneinander trennt.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt, sondern umfasst
jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was
insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den
Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn diese Merkmale oder
diese Kombinationen selbst nicht explizit in den Ansprilichen

oder Ausfithrungsbeispielen angegeben sind.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102011103412.2, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen
Halbleiterbauelements mit den folgenden
Verfahrensschritten:

Al) Bereitstellen zumindest eines Halbleiterchips (1),
der eine zur Strahlungserzeugung geeignete aktive
Schicht (la) aufweist,

A2) Bereitstellen eines Tragersubstrats (2), das
zumindest einen Montagebereich (2a) fir den
Halbleiterchip (1) und zumindest eine erste
Aussparung (2b) aufweist, die im Montagebereich
(2a) des Tragersubstrats (2) ausgebildet ist,

B) Montieren des Halbleiterchips (1) auf dem
Montagebereich (2a) des Tragersubstrats (2),

C) Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schicht
(4) auf der von dem Halbleiterchip (1) abgewandten
Seite des Tragersubstrats (2) derart, dass die
elektrisch isolierende Schicht (4) die erste
Aussparung (2b) des Tragersubstrats (2) vollstandig
ausfiullt,

D) Ausbilden zumindest einer zweiten Aussparung (4a)
in der elektrisch isolierenden Schicht (4), wobei
die zweite Aussparung (4a) im Rereich der ersten
Aussparung (2b) des Tragersubstrats (2) ausbildet
wird, und

E) Aufbringen einer elektrisch leitenden Schicht (5)
auf der von dem Tragersubstrat (2) abgewandten
Seite der elektrisch isolierenden Schicht (4)
derart, dass die elektrisch leitende Schicht (5)
die zweite Aussparung (4a) der elektrisch
isolierenden Schicht (4) als Durchkontaktierung

(5b) ausfullt.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei

der Halbleiterchip (1) auf der dem Tragersubstrat (2)
zugewandten Seite zweili voneinander elektrisch isolierte
elektrische Kontaktbereiche (1lb, 1lc) aufweist, wobei die
erste und zweite Aussparung (2b, 4a) in einem in
vertikaler Richtung benachbarten Bereich zu einem der

zwel Kontaktbereiche (1lb, 1lc) ausgebildet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

ein Durchmesser (Dyg) der zweiten Aussparung (4a) kleiner
ausgebildet wird als ein Durchmesser (Dp) der ersten

Aussparung (2b).

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei

die erste Aussparung (2b) einen Durchmesser (Dy) von
wenigstens 70 pm und hdéchstens 90 pm und die zweite
Aussparung (4a) einen Durchmesser (Dg) von wenigstens 10

um und hochstens 30 ym aufweisen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei
die zweite Aussparung (4a) zumindest teilweise in der

ersten Aussparung (2b) ausgebildet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

die Durchkontaktierung (5b) punktfdérmig ausgebildet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil
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nach dem Verfahrensschritt E) die elektrisch leitende

Schicht (5) strukturiert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
wobei

nach dem Verfahrensschritt E)

- eine Auskoppelflache des Halbleiterchips (1), die dem
Tragersubstrat (2) gegeniberliegt, aufgeraut wird,

- eine Konverterschicht (7) und/oder eine
Passivierungsschicht (6) auf der dem Tragersubstrat (2)
gegeniiberliegenden Seite des Halbleiterchips (1)
aufgebracht wird, und/oder

- ein Aufwachssubstrat des Halbleiterchips (1) gedinnt

oder vollstandig abgeldst wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

in den Verfahrensschritten Al) und A2)

- eine Mehrzahl von Halbleiterchips (1) bereitgestellt
wird, und

- das Tragersubstrat (2) eine Mehrzahl von
Montagebereichen (2a) fir die Halbleiterchips (1) und
eine Mehrzahl von ersten Aussparungen (2b) aufweist,

im Verfahrensschritt B)

- Jjeweils einer der Halbleiterchips (1) auf jeweils einem

der Montagebereichen (2a) angeordnet wird, und

im Verfahrensschritt D)

- eine Mehrzahl von zweiten Aussparungen (4a) in der
elektrisch isolierenden Schicht (4) ausgebildet wird,
wobei jeweils eine der zweiten Aussparungen (4a) im
Bereich jeweils einer der ersten Aussparungen (2b) des

Tragersubstrats (2) ausbildet werden.
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10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei
nach dem Verfahrensschritt E) das Halbleiterbauelement zu
einzelnen Halbleiterchips (1) und/oder zu Halbleiterchip-

Modulen vereinzelt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei
im Verfahrensschritt B) die Halbleiterchips (1) mit einem
Pick-and-Place-Verfahren auf den Montagebereichen (2a)

des Tragersubstrats (2) aufgebracht werden.

12. Optoelektronisches Halbleiterbauelement, das
zumindest einen Halbleiterchip (1) und ein Tragersubstrat
(2) umfasst, wobei

- der Halbleiterchip (1) eine zur Strahlungserzeugung
geeignete aktive Schicht (la) aufweist,

- das Tragersubstrat (2) zumindest einen Montagebereich
(2a) fir den Halbleiterchip (1) und zumindest eine erste
Aussparung (2b) aufweist, die im Montagebereich (2a) des
Tragersubstrats (2) ausgebildet ist,

- der Halbleiterchip (1) auf dem Montagebereich (2a) des
Tragersubstrats (2) angeordnet ist,

- auf der von dem Halbleiterchip (1) abgewandten Seite
des Tragersubstrats (2) eine elektrisch isolierende
Schicht (4) aufgebracht ist, die die erste Aussparung
(2b) des Tragersubstrats (2) ausfiullt,

- eine zweite Aussparung (4a) in der elektrisch
isolierenden Schicht (4) im Bereich der ersten Aussparung
(2b) des Tragersubstrats (2) ausgebildet ist, und

- eine elektrisch leitende Schicht (5) auf der von dem
Tragersubstrat (2) abgewandten Seite der elektrisch
isolierenden Schicht (4) angeordnet ist, die die zweite
Aussparung (4a) der elektrisch isolierenden Schicht (2)

als Durchkontaktierung (bb) ausfullt.
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13. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12, wobei
die dem Halbleiterchip (1) zugewandte Seite des
Tragersubstrats (2) frei von der elektrisch isolierenden

Schicht (4) ist.

14. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12, wobei
das Tragersubstrat (2) eine Metallfolie oder eine Folie

aus Keramik ist.

15. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12 oder 13, wobei
die elektrisch isolierende Schicht (4) eine

Kunststoffschicht ist.
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